3 COMPONENTS DELS
SISTEMES DE CONTROL

Dialeg home-maquina

(accionaments)

| Interruptors

Valvules pneumatiques
i hidrauliques

Posicio

Sensors

Processador Actuadors

Relés Bombetes

Temporitzadors-
programadors

Microprocessadors
d’ordinadors i d’autdmats

oo
/‘ZZir//

-7 III ,'

D|str|bu1dors
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| 3 EL RELE

I- Element electromagnetic per obrir | tancar circuits
I electrics

16



| 3 LES RESlSTENClQ

I- Ceramiques: codi de colors

* NTC/PTC

17



3 LES RESISTENCIES
Codi de colors ot g+ o 0 5

b5

Cédigo de 5 Bandas [ I] I ] 465 x 10°0 = 465KQ +1%

ey

Codigo de 6 Bandas 276 x 10°0=2760 *5%

T = 1 ]

Coeficiente
Temperatura

Banda 1 Banda 2 Banda 3 Multiplicador Tolerancia

Negro e

Marrdn - 1868 ppm/°C
Rojo + 58 ppm/°C
Naranja ' 15 ppm/°C

Blanco 9 9 9 10°

18



| 3 SEMICONDUCTORS

I « SEMICONDUCTOR INTRINSEC
- Cristalls en estat pur, com el silici

I (e:\ |

Cada atom arriba a tenir
8 electrons

19



| 3 SEMICONDUCTORS

I « SEMICONDUCTOR INTRINSEC

- Si augmenta la temperatura alguns € es poden
I deslligar i deixar un forat

20



| 3 SEMICONDUCTORS

I « SEMICONDUCTOR INTRINSEC

— Si connectam una pila els € lliures es podran
moure’s cap al + i els forats cap al -. Apareix un
corrent.

f;---‘xh'l
AL

/ /9
o— |
\

* e
Ao




| 3 SEMICONDUCTORS

I « SEMICONDUCTOR EXTRINSEC

— Per millorar la conductivitat d 'un semiconductor s
"hi introdueixen impureses, bé de 5 € (N), be de
3 é (P)

Dopatge de cristalls

fosfor
4= antimoni ==p Cristall tipus N

e | &
\ bor
R +

gal-li = Cristall tipus P

Nodeixa passar el I Permeten que passi molt

mpureses |

corrent, es comporta corrent, es comporten
com un dfllm?‘t dopants com a conductors.




| 3 SEMICONDUCTORS

I- SEMICONDUCTOR EXTRINSEC TIPUS N (<)
I - Cada atom de fosfor introdueix un é de conducci6




| 3 SEMICONDUCTORS

I « SEMICONDUCTOR EXTRINSEC TIPUS P (+)
— Cada atom de Bor introdueix un forat (manca d

I ‘electro)




3 DIODE

I- Semiconductor amb un terminal + 1 un -

ANODE(+) I I CATODE()




| 3 DiODE

I- Juncio o unio PN

- Es la superficie de contacte quan posam en
I contacte un semiconductor de cada tipus

CRISTALL TIPUS N (electrons)
C J’-VD* USAS XS,
CDO

CRISTALL TIPUS P (forats)

_§ oy @
eee O“?%S?
EO}@Q}@ 015

SUJOWN
jj Jk_,;kjcj

Guanyara un é i quedara ionitzat negativament

ol

”5‘

o

r“@r";?("“‘?/"@/’ r?

C’CQ”’?J@U
I/—j‘\_/]\_.}' kj@(j

\,/ NEVANIVAN

TOCTCE

Perdra un € i quedara ionitzat positivament

O ®




3 DIODE

I- Juncio o unio PN

- Els electrons de la zona N passen a la P atrets
pels forats

SEE K LK
TS
SECFCTTFTCTEIC

yOTC T TOCTTT
p@ﬁ@”@U@g@@@@@@
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| 3 DIODE

I- Juncio o unio PN
- Pero es formen dues bandes que no en deixen
I passar mes

e & %o A

BARRERA DE POTENCIAL
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| 3 DiODE

I * Polaritzacio directa de la juncio o unio PN

- La barrera de potencial disminueix | deixa que els
I é puguin passarde I'N al P

29



3 DIODE

I » Polaritzacio directa de la juncio o unio PN

- La barrera de potencial disminueix i deixa que els

é puguin passar de I'N al P. APAREIX UN

CORRENT

Fere e *}(@W

f’k_“,f

{f AT AL kmmchﬁj@cﬁw

Efvaﬁ AN xj\J

/3@/”‘%3/"'@'
\ R ANY

\_J fﬁ‘ﬁﬁ/u@{}@ux/wu@”ﬁ

- QGG 0 FO =0 *%)
\%WJ?C J‘\J ‘?5(/’ — K_ A |
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| 3 DiODE

I- Polaritzacio inversa de la juncio o unio PN
- La barrera de potencial augmenta i no deixa que

' ?Si el_é © OUAOLE
C?@ ® QQQ
3T S

©
BSiSle 6 00 (Oo0© [Baininy
p — - N

BARRERA DE POTENCIAL
| +




I —

3 DIODE

I- EL DIODE PERMET LA CONDUCCIO SI ESTA
POLARITZAT DIRECTAMENT | LA BLOQUEJA
I S| ESTA POLARITZAT INVERSAMENT

la bombeta no circula ‘ y
esta apagada corrent en aguesTu orientacio
la bombeta hi circula molt els electrons \l/ del diode, els electrons

funciona corrent travessen el diode no poden travessar-lo
N \L sense dificultat B .
I._‘ - |
A8 505+ = “
o RO 1A N

ristall  iyncig cristall
71 1\ N T ipus P PN"J 'r ipus N
cristall juncié cristall

tipusN “pN  tipusP /

Pila de petaca
(45V)

2

Pila de petaca
(45V)
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la bombeta
funciona corrent

|

O

hi circula molt

3 DIODE

els electrons
travessen el diode
sense dificultat

A

cristall . neig  cristall
tipus N ‘]u;ﬁm tipus P

—_C

+

Pila de petaca
(45V)

estd apagada

no circula
corrent

KA
\_]

la bombeta

r

en aquesta orientacié
del diode, els electrons
no poden travessar-lo

L=

—®-

POLARITZACIO DIRECTA
estat de conduccio

]

—e—

p'd

A&

Pila de petaca
(45V)

X

POLARITZACIO INVERSA
estat de blocatge

]

> ||_

Polaritzacid directa i inversa d'un diode en un circuit (damunt) i comparacié
del sev funcionament amb el d'una valvula unidireccional (a sota).

/-

b,

— +
)

cristall ; cristall

tipus P Juﬁ‘ﬁm tipus N
33




3 TRANSISTOR
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| 3 TRANSISTOR

I  TRANSISTOR BIPOLAR

- Format per tres capes de material
I semiconductor de tipus oposat

- Dos tipus: PNP i NPN
- Elements: Emissor, Base i Col-lector

Transistor NPN Transistor PNP
Col-lect . .
ol-lec DFT ¢ Collector Col-lector Col-lector
N ) 2N
Base l |
=« B LN,
ase N Rl

Emissor
35
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| 3 TRANSISTOR

I - SIMIL FUNCIONAMENT TRANSISTOR

1° Situacion: En este transistor “hidraulico” tengo dos entradas de agua:
una tuberia pequena (B) y una mayor (C ). La pequefia se controla con una
llave de paso. El agua no puede pasar ni por la tuberia pequefia n1 por la
grande, con lo que no pasaria por la salida E.

36



| 3 TRANSISTOR

I - SIMIL FUNCIONAMENT TRANSISTOR

2“ Situacion: S1 ahora abro la llave de paso B un poquito. - [
pasaria algo de agua. desplazando la palanca. El tapon de la 8 b e
cafieria C se abre un poco. La cantidad de agua que pasaria por la g" A
tuberia E seria la que pasaria por la abertura de C mas un poquito L €
de agr . que viene de B. Agua de E = Agua de C + Agua de B. a

37



| 3 TRANSISTOR

I - SIMIL FUNCIONAMENT TRANSISTOR

Q
V
L [ 3% Situacion: S1 ahora abro del todo el grifo B. la palanca
'c

|8 : se desplazaria totalmente. El tapon de C se abre del todo. El agua
i\ / que sale por E seria el agua que pasa por C mas una pequeia

. cantidad de agua que viene del grifo B.
\ ( /
i E

38



| 3 TRANSISTOR

I  TRANSISTOR BIPOLAR

- Es un tipus d’interruptor que s obre o es tanca per
I |"accio d’un corrent molt feble que li entra per la
base

- Segons la intensitat d'aquest corrent de base es
pot regular el corrent que va del col-lector a |
‘emissor

¢|c=DA T

39



| 3 TRANSISTOR

I-CONTROL ENLLUMENAT ACCIONAT PER
UNA LDR [

I Rc
L,
NIT Reostat |
I - [ T\/p
» 1
LDR | |~

1- Quan hi ha poca il.luminacié la Resisténcia de LDR es fa molt gran. Llavors Ripg>>>
Rc+Rresstat 1@ qual cosa implica que el TRT esta SATURAT, per tant deixa passar el maxim
d'intensitat pel Col.lector (Interruptor tancat). La Bombeta il'lumina amb el maxim de

poténcia.
40



| 3 TRANSISTOR

I-CONTROL ENLLUMENAT ACCIONAT PER
UNA LDR [

I Rc
L,
DIA Reodstat
e =
» 1
LDR | |~

T

2-Quan hi ha prou il-luminacio la Resistencia del LDR es fa molt petit. Llavors
Ribr< <<Rc+Ryesstat 1@ qual cosa implica que el TRT es TALLA( interruptor obert), per
tant no deixa passar corrent en el col.lector, i la bombeta esta apagada.

41



| 3 TRANSISTOR

I- CONTROL ENLLUMENAT ACCIONAT PER
UNA LDR (un altre muntatge)

VD
| &

Ve s B

¢ E

Control de infensidad luminosa con LDR 42



3 TRANSISTOR

- AMPLIFICACIO DE SO AMB TRANSISTOR

R

B Ve
IE T

Amplificador de sonido

43



| 3 TRANSISTOR

I « CONTROL TEMPERATURA AMB TRANSISTOR
VD

I =
4 Rec
NTC| N

J
Vece 5 B

Control de temperatura con NTC 44



| 3 TRANSISTOR

- CONTROL TEMPERATURA | ENCESA
VENTILADOR AMB TRANSISTOR

230V
I o 0
Rele

P o

NTC

N cyl
Ve [ B

Control de femperatura con NTC, relé y motor de 230 V 45



| 3 TRANSISTOR

- CONTROL VELOCITAT MOTOR AMB
TRANSISTOR

I e

Ve

Control de velocidad de un motor 46
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